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Peliculas delgadas de 6xido de silicio rico en silicio (SRO) fueron depositadas por la técnica de depoésito
quimico en fase vapor (LPCVD y HFCVD), estas fueron utilizadas para realizar estructuras Metal-Oxido-
Semiconductor (MOS). Los dispositivos MOS mostraron interesantes propiedades de Corriente-Voltaje (I-V)
y Corriente-Tiempo (I-T) bajo iluminacién con luz blanca y una excelente respuesta como Fotodetector. Al
polarizar inversamente el dispositivo con varios voltajes la fotocorriente incrementa con respecto a la corriente
de oscuridad en varios ordenes de magnitud. A bajos voltajes se encuentraun mecanismo de conduccién tipo
6hmico y a mayores voltajes pasa a ser un mecanismo de conduccién tipo hopping. Las mediciones |-T
confirman el incremento de la fotocorriente generada. La caracterizacion de mediciones Corriente-Longitud de
onda (I-W) exhiben una maxima responsividad, entre otras propiedades fotodetectoras interesantes. Estos
resultados hacen a estas estructuras MOS puedan ser utilizados como Fotodetectores en el rango de 400 a 700
nm.
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